13

Tranzystory

13.1 Podziat

Tranzystory dzieli si¢ ze wzgledu na:

— material: germanowe i krzemowe; germa-
nowe charakteryzujg si¢ mniejszymi napig-
ciami na zlaczach w stanie przewodzenia i
wigkszymi prgdami zerowymi;

— zasadg dziatania: bipolarne i unipolarne
(polowe); unipolarne dzieli si¢ na ztaczowe
(J-FET) i z izolowana bramka (IG-FET lub
MOSFET);

— moc dopuszczalna: matej, Sredniej i duzej
mocy;

— maksymalng czgstotliwos¢ pracy: matej i
wielkiej cze¢stotliwosci.

W ramach powyzszych podziatow wyroznia
sig tranzystory o specjalnych wilasciwos-
ciach, takie jak tranzystory niskoszumne,
tranzystory wysokonapieciowe, tranzystory
impulsowe itp.

13.2 Oznaczenia

Oznaczenia stosowane przez CEMI sg obec-
nie zblizone, a czasem identyczne z oznacze-
niami stosowanymi przez wiele firm zagra-
nicznych. Oznaczenie tranzystora sklada si¢
z dwdch, trzech lub czterech liter i dwoch
lub trzech cyfr (czasem wystepuje jeszcze
litera na koncu) [36].

Pierwsza litera oznacza rodzaj potprzewod-
nika:

A - german;

B - krzem.

Druga litera oznacza rodzaj tranzystora:

C - tranzystory malej i Sredniej mocy matej
czestotliwosci;

D - tranzystory duzej mocy matej czestotli-
wosci;

F - tranzystory malej mocy wielkiej czgstot-
liwosci;

S — tranzystory impulsowe malej mocy;

U - tranzystory impulsowe duzej mocy.
Litery trzecia 1 czwarta sa umownym sym-
bolem wytworcy i mogg by¢ pominiete w
oznaczeniuy, jesli transformator ma obudowe
i parametry zgodne z charakterystyka Mie-
dzynarodowego Stowarzyszenia Nauko-
wego PROELEKTRON.

Litera P+trzy cyfry oznaczajg tranzystor do
sprzgtu powszechnego uzytku, litera E+trzy
cyfry oznacza tranzystory do ukladow
hybrydowych, a litery YP+dwie cyfry ozna-
¢zaja tranzystory do zastosowan profesjona-
Inych. Litera Y moze by¢ zastgpiona lite-
rami V, W, X lub Z.

Litera R na koncu oznacza, ze tranzystor ma
odwrdcong kolejnos¢ wyprowadzen bazy i
emitera.

Na obudowie tranzystora oznacza si¢ row-
niez tzw. grupg wspdlczynnika wzmocnie-
nia pradowego; mogg to by¢ litery A, Blub C
albo cyfry rzymskie (patrz tablice parame-
trow).

Stare oznaczenie tranzystorow sktadato si¢ z
liter TG (tranzystor germanowy) i jednej lub
dwoch cyfr oznaczajacych typ. W sprzgcie
powszechnego uzytku spotyka si¢ tranzy-
story produkcji firm zagranicznych (czecho-
stowackie, NRD, radzieckie, francuskie,
amerykanskie) stosujgcych inne systemy
oznaczen).

13.3 Parametry

13.3.1 Parametry tranzystoréw
bipolarnych

Cero - pojemnos$¢ ztgcza kolektor-ba-
za wplywajgca na graniczng czg-
stotliwo$¢ pracy tranzystora w
uktadzie wzmacniacza;

F — wspofczynnik szumow tranzysto-
ra;

Ifr — czestotliwo$¢ graniczna tranzy-
stora, przy ktorej Az spada do
wartosci 1

Ucpomax — maksymalne napigcie wsteczne
na zfgczu kolektor-baza przy
odlgczonym emiterze;

Ucromax — maksymalne napigcie migdzy ko-
lektorem a emiterem przy odta-
czonej bazie;

Ugrpomax — maksymalne napigcie wsteczne
na zigczu emiter-baza przy odlg-
czonym kolektorze;

Iemae  —maksymalny prad kolektora;

Py - dopuszczalna moc catkowita wy-
dzielana w tranzystorze,

Pomar  —dopuszezalna moc wydzielana w
obszarze kolektora;

t - dopuszczalna temperatura zig-
czy

Lamb —zakres temperatur otoczenia, w
ktorych tranzystor prawidlowo
pracyje;

tease ~ doparszezalna temperatura obu-
dowy;

hog - wspblczynnik wzmocnienia pra-

dowego dla pradu statego (sta-
tyczay) przy zwartym obwodzie
kolektora;

Moo - wspolczynnik wzmocnienia pra-
dowego dla pradu zmiennego
(dynamiczny) przy zwartym ob-
wodzie kolektora;

Ucewr  —napigcie migdzy kolektorem a
emijterem w stanie nasycenia.
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Rys. 13.1. Obudowa typu CE22 [36]
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Rys: 13.7. Obudowa tranzystora typu MP25
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Rys. 13.9. Obudowa tranzystora typu
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Rys. 13.13. Obudowa tranzystoréw typu
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Rys. 13.14. Obudowa typu CE20 [36]
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Rys. 13.16. Obudowa typu CE23 [36]
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Rys. 13.17. Obudowa typu CE25 [36]

13.3.2 Parametry tranzystoréw
unipolarnych

Ussmax — maksymalne napigcie wsteczne
na zlgczu bramka-dren;

Upsmax —maksymalne napigcie migdzy
zroditem a drenem;

Igss — prad wsteczny bramki;

Ussor  —napigcie bramka-zrodio odcina-
jace przeptyw pradu drenu przy
okreslonym napigciu  migdzy
zrodtem a drenem;

Ces — pojemnos¢ wejsciowa tranzysto-
ra;

Ciass - pojemnos¢ sprzezenia zwrotnego
w ukladzie wspdlnego zrddta;

Ip max  — maksymalny prad drenu.

13.4 Dane techniczne

W tablicach 13.1-13.11 podano dane tran-
zystorow bipolarnych germanowych i krze-
mowych produkcji polskiej i zagranicznej;
uwzgledniono tylko tranzystory przezna-
czone do sprzgtu powszechnego uzytku.
Na rysunkach 13.1+13.24 pokazano obu-
dowy tych tranzystorow i rozmieszczenie
ich wyprowadzen.

W tablicy 13.12 przedstawiono dane tech-
niczne wybranych tranzystoréw unipolar-
nych, a na rys. 13.25 i1 13.26 ich obudo-
wy.
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Rys. 13.18. Obudowa typu CE30 [36]
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Rys. 13.19. Obudowa typu CE35 [36]
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Rys. 13.20. Obudowa typu CE36 [36]
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Rys. 13.21. Obudowa typu CE39 [36]
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Rys. 13.22. Obudowa tranzystorow
TG37+41 [38]
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TG50+55 [38]
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Rys. 13.24. Obudowa tranzystorow
TG2 +20 [38]

6/ 3 D

Rys. 13.25. Obudowa tranzystora typu
2SK41
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Rys. 13.26. Obudowa tranzystora unipolar-
nego

Tablica1 3.1v Tranzystory krzemowe matej mocy matej czestotliwosci produkcji polskiej [36]

Parametry graniczne Parametry charakterystyczne
Grupa
Typ Yo Yem Yo fe Pe hz: :;:I::r:yv s U:;p:lzv Pola'ry- Obudowa | Zastosowanie
. Ic=2mA Ic=02mA e
v] v] vl [mA] [mW] [MHz] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BC 107 45). 501 \ A 110240 10 npn CE22 a
B 200480

BC108 20 30 A 110+240 10 npn CE22 a
B 200+ 480 150
C 400850 [

BC 109 207 (100 [300 B 200480 4  nmm CER b
C 400850

BC 147 45 50 A 110+240 10 npn CE36 c
B 200480

BC 148 20 30 A 110+240 10 npn CE36 C
B 200+ 480
C 400 =850




Tablica 13.1 cd.

1 |zl3|4|5 6|7l8 9 1o|11|12 13
BC 149 20 30 B 200480 4 npn CE36 b
C 400850
BC157 45 50 VI 65150 | o 10 pnp CE36 c
A 110+240
BC158 25 30 VI 65150 10 pnp CE36 c
» 100 » 300 A 110240
B 200480
BC159 20 » 5 25 A 110+240 4 pnp  CE36 b
B 200480 )
BC177 45 50 VI 65150 1 10 pnp CE22 c
A 110240
B 200480
BC178 25 30 viooeseiso [ 10 mp  CEX c
A 110+240
B 200480
BC179 20 25 ) A 110240 4 pnp CE22 b
B 200480 )
BC211 40 J 80 1000 800 B 40=100 — npn CE23 €
10 60160 50
16 100250
BC 211 A 60 5 100 1000 800 16 100=250 50 — npn CE23 €
BC 237 45 6 45 100 300 A 110240 150 10 npn CE35 a
B 200--480
BC 238 20 5 20 100 300 A 110+240 150 10 npn CE35 a
B 200480
C 400850
BC 239 20 5 20 100 300 B 200480 150 4 npn CE35 b
C 400+ 850
BC 307 45 5 50 100 300 VI 55+150 100 10 pnp CE35 a
A 110240
BC 308 25 5 30 100 300 VI 65150 100 100 pnp CE35 a
A 110=+240
B 200 +-480
BC 309 20 5 25 100 300 A 110+=240 100 4 pnp CE35 b
B 200480
BC 313 40 5 60 1000 800 6 40100 50 — pnp CE23 d
10 60+ 160
16 100250
BC 337 45 5 50 800 500 10 60160 50 — npn CE35 c
16 100 =250
25 160 +400
BC 338 25 5 30 800 500 25 160 =400 50 — npn CE35 c
BC 393 180 6 180 100 400  — 50 50 _ pmp CE2  d
BC 413 30 5 45 100 300 B 200480 250 2,5 npn CE35 b
C 400 -850
BC 414 45 5 50 100 300 C 400+ 850 250 2,5 npn CE35 c
BC 527 45 5 45 50 300 I 90240 150 10 npn CE22 c
11 180480
11 360850
BC 528 20 5 20 50 300 111 360860 150 10 npn CE22 c
BC 627 45 5 45 50 300 A 180 150 10 npn CE35 c
B 290
C 520
BC 628 20 5 20 50 300 C 520 150 10 npn CE35 ¢
Uwagi:

a — do stopni wejsciowych m.cz.;
b — niskoszumne stopnie m.cz.;

¢ —— stopnie wejsciowe i sterujace m.cz.;

d — stopnie sterujace i wyjSciowe Sredniej mocy m.cz.




Tablica 13.1 cd.

a — do stopni wejsciowych m.cz.;
b — niskoszumne stopnie m.cz.;

¢ — stopnie wejéciowe i sterujace m.cz.;

d — stopnie sterujace i wyjsciowe Sredniej mocy m.cz.

| |213[4l5 6,7[ 8 9 10[11]12 13
BC 149 20 30 B 200480 4 npn  CE36 b
C 400850
BC 157 45 50 \% 65+150 | oo 10 pnp  CE36 c
A 110+240
BC 158 25 30 VI 65--150 10 pnp  CE36 c
100 % 300 A 110240
B 200480
BC 159 20 » 5 25 A 110240 4 pnp  CE36 b
B 200480 )
BC177 45 50 VI 65+150} 10 pnp  CE22 c
A 110+240
B 200480
BC178 25 30 VI 65150 | 10 pnp  CE22 c
A 110+240
B 200480
BC179 20 25 A 110+240 4 pnp  CE22 b
B 200-480 J
BC211 40 80 1000 800 B 40-100 npn  CE23 e
10 60160 50
16  100+250 }
BC 211 A 60 5 100 1000 800 16 100250 50 — npn  CE23 e
BC 237 45 6 45 100 300 A 110240 150 10 npn  CE35 a
B 200480
BC 238 20 5 20 100 300 A 110+240 150 10 npn  CE35 a
B 200480
C  400+850
BC 239 20 5 20 100 300 B 200480 150 4 npn  CE35 b
C  400+850
BC 307 45 5 50 100 300 \% 55+150 100 10 pnp  CE35 a
A 110+240
BC 308 25 5 30 100 300 VI 65=150 100 100 pnp  CE35 a
A 110+240
B 200--480
BC 309 20 5 25 100 300 A 110+240 100 4 pnp  CE35 b
B 200--480
BC 313 0 5 60 1000 800 6 40+100 50 — pnp  CE23 d
: 10 60160
16  100+250
BC 337 45 5 50 800 500 10 60160 50 — npn  CE35 c
16  100+250
25 160+400
BC 338 25 5 30 800 500 25 160+400 50 — npn  CE35 c
BC 393 180 6 180 100 400 — 50 50 — pnp  CE22 d
BC 413 30 5 45 100 300 B 200480 250 2,5 npn  CE35 b
C  400+850
BC 414 45 5 50 100 300 C  400+850 250 2,5 npn  CE35 c
BC 527 45 5 45 50 300 I 90240 150 10 npn  CE22 c
I 180+480 ’
I 360850
BC 528 20 5 20 50 300 I 360860 150 10 npn  CE22 c
BC 627 45 5 45 50 300 A 180 150 10 npn  CE35 c
B 290
C 520
BC 628 20 5 20 50 300 C 520 150 10 npn  CE35 c
Uwagi:




Tablica 13.2 Tranzystory krzemowe duzej mocy matej czestotliwosci produkcji polskiej [18,36]

Parametry graniczne Grupa Parametry charakterystyczne Pola-| Zasto-
T Uw| 3w | Um| Ic | Po | ™ hae  przy I fr Ucw przy Ift, |Y2| sowa |  Odpowiednik ) Obudowa
M| ™M | ™| A W Al | MH| M VNI I B
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BD 135 45 45 W 0,5 65 — 60+25 0,15 200 0,5 0,5/0,05 npn b BD 135 Ses. CE39
BD 136 45 45 05 65 — 6025 0,15 150 0,5 0,5/0,05 pnp b BD 136 Ses. CE39
BD 137 60 60 05 65 — 40+160 0,15 200 0,5 0,5/0,05 npn b BD 137 Ses. CE39
BD 138 60 60 05 65 — 40=160 0,15 150 0,5 05/005 pnpp b  BD 138 Ses. CE39
BD 139 80 80 0,5 65 — 40+160 0,15 200 0,5 0,5/0,05 npn b BD 139 Ses. CE39
BD 140 80 80 05 65 — 40+160 0,15 150 0,5 0,5/0,05 pnp b BD 140 Ses. CE39
BD 354 60 40 3 125 A 30+190 1 10 0,75  2/0,2 npn a — CE24
B 50+150 1
C 100+300 1
BD 355 60 40> 5 3 125 — 100+300 1 10 0,75  2/0,2 pnp a _— . CE24
BD 643 45 45 8 62,5 — 750 3 1 2 3/0,012 mpn a BD 643 Tfk.
BD 644 45 45 8§ 625 — 750 3 1 2 3/0,012 pnp a BD 644 Tfk.
BD 645 60 60 8 625 — 750 3 1 2 3/0,012 npn a BD 645 Tfk.
BD 646 60 60 8 62,5 — 750 3 1 2 3/0,012 pnp a BD 646 Tfk.
BD 647 80 80 8 62,5 — 750 3 1 2 3/0,012 nmpn a BD 647 Tfk.
BD 648 80 80 8 62,5 — 750 3 1 2 3/0,012 pnp a BD 648 Tfk.
BD 649 100 100 8 62,5 — 750 3 1 2 3/0,012 nmpn a BD 649 Tfk.
BD 650 100 100 ) 8 625 — 750 3 1 2 3/0012 pnp a BD 659 Tfk.
BDP 279 = 30 25 3 7 25 — 25 1 3 3,5 7/3 npn ¢ 41500 RCA
BDP 280 30 25 3 7 25 — 25 1 8 3,5 7/3 pnp € 41501 RCA
BDP 281 40 30} 7 25 —  30+200 3 4 3,5 7/3 npn ¢ 2N6288 RCAY CE30
BDP 282 40 30 7 25 — 30+200 3 10 3,5 7/3 pnp ¢ 2N6111 RCA
BDP 283 60 50 7 25 —  30+200 2,5 4 3,5 7/3 npn ¢ 2N6290 RCA
BDP 284 60 50 7 25 —  30+200 25 10 3,5 7/3 pnp ¢ 2N6109 RCA
BDP 285 80 70 7 25 —  30+200 25 4 3,5 7/3 npn ¢ 2N6292 RCA
BDP 286 80 70 7 25 —  30+200 2,5 10 3,5 7/3 pnp ¢ 2N6107RCA
BDP 391 50 40 15 25 — 2015 5 4 1,3 5/0,5 npn a 2N6486 RCA
BDP 392 50 40 15 25 — 20150 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6409 RCA
BDP 393 70 604 5 15 25 —  20+150 5 4 1,3 5/0,5 npn  a 2N6487 RCA
BDP 394 70 60 15 25 — 20150 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6490 RCA
BDP 395 90 80 15 25 — 20150 5 4 1,3 5/0,5 npn  a 2N6488 RCA
BDP 396 9 80 15 25 —  20+15 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6491 RCA
BDP 491 50 40 15 25 — 20 5 4 L3 -5/0,5 npn a IN6470RCA )
BDP 492 50 40 15 25 — 20 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6469 RCA
BDP 493 70 60 15 25 — 20 5 4 1,3 5/0,5 npn a 2N6471 RCA
BDP 494 70 60 15 25 — 20 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6246 RCA
BDP 495 90 80 15 25 — 20 5 4 1,3 5/0,5 npn a 2N6472RCA ¢ CE20
BDP 496 9 80 15 25 — 20 5 4 1,3 5/0,5 pnp a 2N6247RCA
BDY 23 606 60 10 6 25 A 15+45 2 10 1 2/0,25 mpn ¢ —
B 30+90
C 75+180
BDY 24 106 9% 10 6 75 C 75+180 2 10 0,6 2/0,25 mpn ¢ —
BDY 25 200 140 10 6 . 25 C 75180 2 10 0,6 2/0,25 nmpn ¢ — )
Uwagi:

a — stopnie mocy, przetaczniki mocy;
b — stopnie sterujgce Sredniej mocy;
¢ — przelaczniki mocy, stopnie mocy, stabilizatory;

Sec. - Sescosem;
Tfk. — Telefunken.



Tablica 13.3 Tranzystory krzemowe wielkiej czestotliwosci produkcji polskiej [36]

Parametry graniczne

Parametry charakterystyczne

Typ Uem Ues Ui I P.. G;:]:;a hne przy I £ (g;:) przy (g:) Polaryzacja Z?:;:?:' Obudowa
™M | ™M | M | mAl | mw] [mA] | [MHZ] [pF] \J|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BF 167 40 30 4 25 150 25 4 250 0,25 10 ) a  CE25
BF 173 0 25 4 25 230 40 7 350 0,3 10 a  CE25
BF 180 30 20 3 20 150 15 2 500 04 10 e CE25
BR 181 30 20 3 20 150 20 2 400 0,4 10 e CE25
BF 182 30 20 3 20 150 10 2 500 0,5 10 e CE25
BF 183 30 20 3 20 150 10 2 550 0,5 10 e  CE25
BF 194 30 20 4 30 160 67225 1 150 1 10 d  CE36
BR 195 30 20 4 30 160 35125 1 150 1 0 [ " d  CE36
BF 196 0 30 4 25 160 30 4 250 0,3 10 a  CE36
BF 197 0 25 4 25 250 40 7 350 0,35 10 a  CE36
BF 200 30 20 3 20 150 15 2 400 0,4 10 e CE25
BF 214 30 30 4 30 165 90330 1 250 0,7 10 d  CE25
BF 215 30 30 4 30 165 40165 1 150 0,7 10 d CE25
~BF 240 40 40 4 25 300 67+220 1 430 034  (10) d  CE35
BF 241 0 40 4 25 300 36125 1 400 034  (10) | d  CE35
BF 257 160 160 5 100 5000 25 30 40 — — — g CE23
BF 258 250 250 5 100 5000 25 30 40 034 (10)  npn g CE23
BF 259 300 300 5 100 5000 25 30 40 034 (10) npn g CE23
BF 314 30 30 4 25 300 29 4 450 0,13  (10)  npn d  CE35
BF 414 40 30 4 25 300 30 1 400 — — pnp d  CE35
BF 440 0 40 4 25 300 60-220 1 250 04 (10) pnp. d  CE35
BF 441 40 40 4 25 300 30-125 1 250 04  (10) pnp d CE35
BF 457 160 160 5 100 1200 25 30 60 @45 30 npn g  CE39
BF 458 250 250 5 100 1200 25 30 60 4,5) 30 npn g CE3
BF 459 300 300 5 100 1200 25 30 60 (4,5) 30 npn g CE3
BF 469 250 250 5 30 1250 50 25 660 (1,8) 30 npn g  CE39
BF 470 250 250 5 30 1250 50 25 660 (1,8) 30 pnp g CE39
BF 519 70 50 5 50 300 I 20=35 10 150 ®) (10)  npn b  CE22
BF 519 11 30--90

\% 70170

VI 150
BF 520 50 50 5 50 300 11 2035 10 150 ®) (10)  npn b  CE2

I 3040

\'% 70=170
BF 521 30 15 5 50 300 11 2075 10 150 ®) (10)  npn b  CE22

111 3090

\Y% 70170

VI 150
BF 619 70 S0 S 50 300 A 70-35 10 150 ©6) (10)  npn b  CE35

B 3090

C 70170

D 150
BF 620 5 30 5 56 300 D 150 10 150 ) (10)  npn b  CE2
BF 621 30 15 5 50 300 D 150 10 150 (6) (10) npn b CE22
Uwagi:

a — tor posredniej czgstotliwosci TV;
b— uniwersalne;

d— gtowice VHF i ukiady posredniej czgstotliwosci AM i FM;
e— wzmacniacze UHF;
g — ukiady wysokonapigciowe matej mocy.




Tablica 13.4 Tranzystory krzemowe wysokonapigciowe i impulsowe duzej produkcji polskiej [36]

Parametry graniczne Parametry charakterystyczne
Typ Uem Uen U I P DIZY L hue przy I Ir Uceww przy  Ie/ls Polaryzacja Zi:::‘::: ) Obudowa
(Ucss) (Pc)
W) M| ™|l W | ora (Al | MHZ | ) A/A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BU 204 1300 600 5 2,5 10 90 2 2 7,5 5 2/1 a CE20
BU 205 1500 700 5 2,5 10 90 2 2 7,5 5 2/1 a CE20
BU 206 1700 800 S 2,5 10 90 1,8 2 7,5 5 2/1 a CE20
BU 126 (750) 300 6 3 30 50 15+60 1 6 10 2,5/0,25 c CE20
BU 326 (800) 375 6 6 60 50 15 0,6 6 10 2,5/0,25 npn c CE20
BU 406 400 200 6 7 60 25 15 — 10 1 5/0,5 a CE30
BU 407 330 150 6 7 60 25 15 — 10 1 5/0,5 a CE30
BUYP 52 120 70 5 5 (50) 25 10 0,5 10 0,35  0,5/0,05 b CE20
BUYP 53 80 50 5 5 (50) 25 20 0,5 10 0,35  0,5/0,05 b CE20
BUYP 54 40 30 S 5 (50) 25 20 0,5 10 0,35  0,5/0,05 b CE20
Uwagi:
a-—uklady odchylania poziomego w odbiornikach telewizyjnych;
b— uklady przetaczajace mocy, stabilizatory, wzmacniacze mocy;
¢ — zasilacze impulsowe.
Tablica 13.5 Tranzystory germanowe matej mocy matej czestotliwosci [38]
Parametry graniczne Parametry charakterystyczne
Typ Uem Uer Usim Ic Pc przy  tum hye przy Ic fr F Odpowied- Polzjr:za- Obudowa Z;S;Z?:.
(h21) (¢A) .
M| ™M | ™ |[mA| mwW | g mA] | g | @B | M
TG 2 15 10 10 10 75 25 2080 3 0,6 10 OoC 7 a
TG 3A 15 10 10 10 75 25 75+130 3 1 — OoC 75 a
TG 3F 15 10 10 10 75 25 80-+250 1 2 10 AC 171 a
TG 4 15 10 10 10 75 25 2050 0,5 0,6 10 OC 71 rys. a
TG 5 30 15 10 10 75 25 25+80 3 0,6 15 OoC 71 13.24 a
TG SE 15 10 10 10 75 25 25+80 3 0,6 15 OoC 71 pnp a
TG 8 60 20 30 10 75 25  (20+100) 10 0,6 — T 2§ a
TG 50 30 15 10 150 175 25 30+120 0,5 0,5 — OoC 72 b
TG 51 60 20 10 150 175 25 (15+120) 250 0,5 — oC 77 b
TG 52 30 15 10 150 175 25 (15+120) 250 0,5 — OC 76 rys. b
TG 53 15 10 10 150 175 25 30120 10 0,5 — OoC 72 13.2 b
TG 55 30 15 10 150 175 25 30120 10 10 — OoC 72 b
AC 361 15 — 10 100 150 25 6300 1) 2,5 6 — c
Uwagi:

a— wzmacniacze napigciowe m.cz.;
b— wzmacniacze konicowe malej mocy;
¢-— wzmacniacze wstgpne o niskim poziomie szumow.




Tablica13.6 Tranzystory g‘ermanowe matej mocy wielkiej czestotliwosci [38]

Parametry graniczne Parametry charakterystyczne
Typ Uw | Uw | Um | I | P hue przy I 2 Cn Pozl::jya- Obudowa | Zasi0%e- Odpowiedniki
(Pu) (hae) (Ie) (C)
v vl VI | (mA] | [mW] [mA] [MHz] [pF]

1 2 3 4 N 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AF 426 20 20 1 10 (50) 30-+300 1 40 1,5 rys. 13.17 a AF 126 Siemens
AF 427 20 20 1 10  (50) 30-300 1 40 1,8 rys.13.17 a AF 137Tfk.
AF 428 20 20 1 10 (50) 30--300 1 40 24 rys. 13.17 a OC 169 Ph.
AF 429 20 20 1 10 (50) 30-+300 1 40 2,4 rys. 13.17 a GF 121 RFT
AF 430 15 15 1 10 (50) 30-+300 1 40 4 rys. 13.17 a
AF 514 15 12 0,3 10 50 10 2 150 3) rys.13.17 b 157 T1 Ses.
AF 515 25 15 0,5 10 50 10 2 150 3) rys.13.17 b AF 102Ph.
AF 516 25 18 0,3 10 50 12 1 0,5 pnp r1ys.13.23 c AF 106 Siemens
ASY 34 15 10 10 200 150 (20--200) 10 2 (35) rys.13.23 d ASY 26 Siemens
ASY 35 30 10 20 200 150 (30-+300) 10 3 (20) rys.13.23 d 2N 395 Ses.
ASY 36 30 10 20 200 150 (40-+300) 10 5 (20) rys.13.23 d 2N 396 Ses.
ASY 37 30 10 20 200 150 (60--250) 10 10 (20) rys. 13.23 d 2N 397 Ses.
TG 10 15 5 6 5 75 20 0,5 3 — rys. 13.24 e
TG 20 15 5 6 5 75 20 0,5 7 — rys. 13.24 e
TG 37 15 — 0,5 10 50 20 1 40 — rys.13.22 e
TG 38 15 — 0,5 10 50 20 1 20 — rys. 13.22 e
TG 39 15 — 0,5 10 50 20 1 20 — rys. 13.22 e
TG 40 15 — 0,5 10 50 20 1 40 — rys.13.22 e
TG 41 25 — 0,5 10 50 20 2 150 — rys. 13.22 c
Uwagi:

a— wzmacniacz p.cz. AM i FM i wzmacniacze w.cz. AM;

b— wzmacniacze i uklady generacyjne w.cz.;

¢ — wzmacniacze w.cz., mieszacze i oscylatory;
d — uktady przetaczajace sredniej szybkosci;
e— wzmacniacze p.cz., uktady generacyjne;

Ph. — Philips;
Ses. — Sescosem;

Tfk. — Telefunken.

Tablica 13.7 Tranzystory germanowe duzej mocy matej czestotliwosci [38]

Parametry graniczne

Parametry charakterystyczne

Typ Ucso Ucko Ukpo Ic ' Pc hue przy Ic Sfr on;g: * | Obudowa Odf: ?k‘?lll)ed-
vl vl vi [A] W1 | [A] [MHz] |

AD365 30 15 10 1,5 5 0,38 ) CE24 ADI62

AD366 60 30 10 1,5 5 0,38 ADvl 69

ADP670 30 15 10 1,5 10 30200 300 0,1 CE20 ADI39

(TG70) > pmp

ADP671 20 10 10 1,5 10 30+-200 300 0,1 CE20 ADISS

TG71

ADP672 60 20 10 1,5 10 30200 300 0,1 CE20 ADI39

TGT72

1) Wszystkie wymienione odpowiedniki s produkowane przez firmg Telefunken.




Tablica 13.8 Tranzystory germanowe duzej mocy produkcji zagranicznej

. Parametry
Parametry graniczne charakterystyczne B
Typ Producent Polary- | - Odpowie- Obudowa
Ucwo Ucpo Pc Ic fr o zacja dnik
N4 V1 | IWl| [A] | [MHg "
ACI80K  Sescosem 32 32 25 1,5 1 50 pnp AC188 tys 1313
Mistral :
ACI81K  Sescosem 32 32 2,5 1,5 3,5 50 npn AC187 sys 13.13
Mistral
ADI61 Siemens 20 32 4 3 3 80 npn - rys: 13.15
ADI62 Siemens 32 32 6 3 1,5 50 pnp - rys. 13.15
P213B ZSRR 40 45 10 5 0,15 20+50 pnp -
P214A ZSRR 55 60 10 5 0,15 50150 pnp TG70" cys: 4341
P215 ZSRR 70 80 10 5 0,15 20150 pnp - rys. 138
P216 ZSRR 40 40 24 7,5 0,15 18 pnp
! Inna obudowa.
Tablica 13.9 Tranzystory germanowe matej mocy produkcji zagranicznej
Paramet niczne Parametry
arametry granicz charakterystyczne
Typ Producent Polaq- Obudowa wiednik
Ucko Ucso Ic Pc l fr zacja nrrys. 10
VI | VI | [mA]| [mW] [MHz]
AF106 ATES 15 20 10 60 25 100 ) 13.17 AF109
AF139 Siemens 15 20 10 60 10 275 13.17 AF239
Mullard
GT402G ZSRR 25 - 500 600 60150 0,015 13.2,13.9 -
GT402W ZSRR 25 - 500 600 3080 0,015 % pnp 13.2,139 -
GT328W ZSRR 15 - 10 50 40200 - 13.1 -
MP25SA ZSRR 40 40 400 200 2050 0,2 13.5+-13.7 -
MP25B ZSRR 40 40 400 220 3080 0,5 13.5+13.7 -
SFT316 RFT 20 20 10 120 - 70 13.12 -
SFT357 RFT 20 20 10 120 - 85 J 13.12 -
Tablica 13.10 Tranzystory krzemowe matej mocy produkcji zagranicznej
Parametry graniczne charfa’l?(l;imes:r);zne
Typ Producent rysty Pola-ry- Obudowa - nr
Ucko Ucro Ic Pc e /T zacja rys.
vl V] [mA] [mW) 2E [MHz]
BC208 Fairchild 25 25 100 300 - 150 )
BF272 ATES 45 45 1000 300 - 150 13.5
KT315A ZSRR 25 - 100 150 20+90 - 13.3
y  npn
KT315B ZSRR 25 - 100 150 20+90 - 13.3
KT315G ZSRR 35 - 100 150 70350 - 13.3
KT339A ZSRR 25 40 25 250 25 - J 13.17




Tablica 13.11 Tranzystory krzemowe duzej mocy produkcji zagranicznej

Parametry graniczne Paramegy charaktery-
Typ Producent — Polary--| - Obudowa = 11 wiednik
Ucro Ucso Ic Pc . fr zacja nr rys.
VI | VI | [A] | W] e [MHz]
KD502 Testa 60 60 20 150 - 2 13.14 -
2N3055 SGS, Toshiba 100 - 15 115 20+70 0,5 npn 13.14 -
2N6292 RCA 80 80 7 16 30150 500 BD589
Tablica 13.12 Tranzystory unipolarne
a Parametry graniczne
# Uss off Obudo-
T Producent Uss max Ubs max Prax _ Cas Typ -
P (UGD max) prZ)II UDT& ]gv (CIZ) kanatu n‘:arl'ys
V] [v] [mW) R [pF] '
KF521" Tesla 20 20 100 3 - n 13.26
KP103M ZSRR 15 10 150 2,8+7 20 P 13.11
KP103Z ZSRR 17 10 150 0,5+2,2 20 D 13.11
2SK41 Sanyo 18 10 200 0,612 0,5) n 13.25
BF 245 CEMI (30) 30 360 0,5+8 1,1 n 13.19

) Tranzystor z izotowang bramka.




